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第 1 章は本論文の概論であって、 GaPが可視域に光一電気相互作用を有することから、そのダイオ
ードは発光素子あるいは、光起電力素子として用いられることを述べ、本研究の意図を明らかにしてい
る。
第 2 章はダイオード作製のもっとも基礎的な方法である合金法を用いた GaP ダイオードの作製と、
その電気的特性ならび、に光学的特性について述べている。溶液成長法によって作製した n 型 GaP結晶
に Zn-In 合金をアロイしてダイオードを作製した。ダイオードの電庄一電流特性および接合容量特性か
ら、合金法で作製した GaP ダイオードでは完全な P-n接合が形成されず金属一半導体接合的になっ
ていると考えた方がその特性を容易に説明できた。このような構造のダイオードでは高効率の発光は期
待されず事実順方向では製作したダイオードの約20% しか発光を示さなかった。
第 3 章は拡散法で作製した GaPダイオードの特性について述べたものである。拡散不純物には Zn

















て質のよい n 型単結品の作成に成功したO さらにこれに合金法を適用することによって Pn結合を作成




素子としての G a P. P n 接合の光起電力特性をはじめて明らかにし、その応用について検討している。
以上のように本論文は半導体物性工学上重要な新知見をふくみ電気工学の分野で貢献するところが大
きい。よって本論文は博士論文として充分価値あるものと認める。
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